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У біобібліографічному покажчику висвітлено діяльність кандидата 
хімічних наук, доцента, декана хімічного факультету Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки – Олега Васильовича 
Парасюка. 
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1992 
до 2019 рр., а також біографічний нарис. Видання доповнене допоміжними 
покажчиками. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами.  
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The bio-bibliographical index illustrates the scientific activities of Parasyuk 
Oleg Vasylyovych, Ph.D. (Chemistry), Associate Professor, Dean of the Department 
of Chemistry of Lesya Ukrainka Eastern European National University. 
The bibliographic order of the scientific papers covering the period from 1992 
tо 2019 and biographical information are presented. Auxiliary indexes are added to 
the edition. 
The bibliographical description of the publications is in accordance with the 
current standards. 
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ВІД УПОРЯДНИКА 
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності та світлій 
пам’яті кандидата хімічних наук, доцента, декана хімічного факультету 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – Олега 
Васильовича Парасюка. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових 
праць, перелік дисертаційних робіт, науковим керівником яких виступав О. В. 
Парасюк, та перелік дисертаційних робіт при захисті яких О. В. Парасюк 
виступав офіційним опонентом. 
Хронологічний покажчик наукових праць доцента представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає бібліографічні описи на автореферат 
та дисертацію, монографії та навчально-методичні видання, публікації у 
наукових збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових 
конференціях та семінарах, газетні публікації та інтерв’ю, депоновану працю, 
патенти, які розкривають аспекти діяльності науковця з 1992 до 2019 року. 
Третій розділ вміщує перелік дисертаційних робіт, науковим керівником 
яких виступав О. В. Парасюк. 
Четвертий містить перелік дисертаційних робіт при захисті яких 
О. В. Парасюк виступав офіційним опонентом. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та 
алфавітний покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 
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«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською 
мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та 
ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки, електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України. 
11 
І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
 
 
У липні 2019 року виповнилося  
50 років Олегу Парасюку, талановитому 
вченому-хіміку, знаному в Україні та 
світі науковцю, деканові хімічного 
факультету Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі 
Українки (2011-2018 рр.), який 
передчасно пішов з життя, залишивши 
чимало незавершених справ і 
невтілених ідей. 
Олег народився 11 липня 1969 року у селі Вишнівчик 
Перемишлянського району Львівської області в родині інженера Василя 
Васильовича та вчителя-філолога Агафії Павлівни Парасюків. Був другою 
дитиною в сім’ї, де зростали та виховувалися троє синів. У 1985 році відмінно 
закінчив середню загальноосвітню школу № 44 м. Львова з поглибленим 
вивченням хімії і того ж року вступив на хімічний факультет Львівського 
державного університету імені Івана Франка. В період з 1988 р. до 1989 р. 
проходив військову службу в Польщі. Успішне навчання в університеті 
поєднував з науково-дослідною діяльністю під керівництвом професора Б. Я. 
Котура. У 1991 році отримав диплом за спеціальністю «Хімія» (спеціалізація – 
хімія твердого тіла і нових неорганічних матеріалів) і йому було присвоєно 
кваліфікацію «Хімік. Викладач». 
Окрім навчання в університеті він брав активну участь в діяльності 
осередку Спілки Незалежної української молоді (СНУМ) у Львові, був членом 
Студентського Братства Львівщини, займався спортом, показуючи високі 
результати на студентських змаганнях з легкої атлетики. 
У 1991–1994 роках Олег Парасюк – аспірант Волинського державного 
університету, учень професора І. Д. Олексеюка, який заснував хімічну науку 
на Волині, і саме під його керівництвом у 1996 році О. В. Парасюк захистив 
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кандидатську дисертацію у Львівському державному університеті ім. Івана 
Франка за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. Працював у Лесиному 
виші із 1992 року на посадах наукового співробітника, старшого наукового 
співробітника (з 1994 р.), провідного наукового співробітника (з 2014 р.). 
Вчене звання доцента кафедри неорганічної та фізичної хімії присвоєно в 2002 
році. За сумісництвом працював на посаді старшого викладача (з 1993 р.) та 
доцента (з 1996 р.). З 2011 року обіймав посаду декана хімічного факультету 
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (з вересня 
2018 року за сумісництвом професор кафедри органічної хімії та фармації). В 
різний час викладав навчальні дисципліни: «Діаграми стану трикомпонентних 
систем», «Основи фізико-хімічного аналізу», «Хімія напівпровідників», 
«Хімічна технологія» для студентів хімічного факультету. 
  
У рейтингу науково-педагогічних працівників університету в останні 
роки Парасюк О. В. займав перші місця, за винятком 2014-го, коли півроку 
відслужив, як офіцер при Луцькому об’єднаному міському військовому 
комісаріаті, оскільки був патріотом і вважав мобілізацію своїм обов’язком 




Освіта, підготовка конкурентноспроможних наукових кадрів, розвиток 
творчих здібностей студентської молоді – пріоритетні вектори діяльності 
О. В. Парасюка, як очільника факультету. За період каденції (2011-2018 рр.) на 
хімічному факультеті розпочато якісну підготовку фахівців із вищою освітою, 
нових для СНУ і Волинського регіону спеціальностей (освітніх програм): 
«Хімічна технологія та інженерія» (2014 р.), «Фармація» (2018 р.); 
започатковані програми подвійного диплому для студентів-хіміків та екологів; 
факультет займає перші позиції в підсумках щорічного рейтингового 
оцінювання, а Олег Парасюк був одним з найкращих деканів вишу. 
 
 
Його наукові інтереси стосувалися проблем пошуку нових матеріалів 
для напівпровідникової техніки, що включають дослідження і побудову 
діаграм фазових рівноваг складних халько- та галогенідних 
багатокомпонентних систем, одержання склоподібних халькогенідів, 
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розшифровку кристалічної структури знайдених фаз, вирощування кристалів 
та дослідження їх властивостей. Багато його робіт спрямовані на пошук 
матеріалів для тонкоплівкових сонячних елементів. 
Він керував науково-дослідними темами, співпрацюючи із вченими 
Польщі, Литви, Швейцарії, Німеччини, США та Росії. Брав участь у виконанні 
трьох наукових проектів: Українського науково-технологічного центру, 
українсько-польського (Ченстоховська Політехніка, Польща) та українсько-
литовського (Вільнюський університет, Литва). 
Під його науковим керівництвом було захищено 4 кандидатські 
дисертації (Галка В. О., 2001 р; Мазурець І. І., 2006 р.; Сосовська С. М., 





У 2012 році за ініціативи О. В. Парасюка, при активній підтримці 
І. Д. Олексеюка та керівництва університету створюється лабораторія росту 
кристалів, яка стала суттєвим надбанням хімічної та фізичної наукових шкіл 
СНУ імені Лесі Українки. 
За співавторством Олега Парасюка опубліковано близько 600 наукових 
праць (понад 350 статей у зарубіжних та українських фахових наукових 
журналах, 250 тез доповідей на українських та міжнародних наукових 




Окремо варто відмітити публікації наукових результатів у журналах із 
високим імпакт-фактором, що підтримувало високий рейтинг української 
науки у світі. Його науковометричний індекс Гірша складає, згідно з даними 
платформи Web of Science, 23, за показниками Scopus – 25. Це найвищий 
показник у рейтингу науковців університету. 
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову діяльність у 2004 р. Олег 
Парасюк нагороджений грамотою Верховної Ради України. Був лауреатом 
конкурсу наукових проектів Samsung Young Scientist Day, що проводився у 
Києві 01-02 червня 2005 р. У 2003 р. став переможцем конкурсу «Кращий 
молодий науковець ВДУ». Нагороджувався грамотами Волинського 
державного університету імені Лесі Українки за багаторічну сумлінну працю і 
вагомі наукові результати та організацію науково-дослідної роботи на 
факультеті (2001 р., 2003 р.). Нагороджений срібним нагрудним знаком СНУ 
ім. Лесі Українки за вагомий особистий внесок у встановлення й розвиток 
університету (2015 р.), грамотою Волинської обласної державної адміністрації 
(2016 р.), лауреат обласної премії за заслуги у сфері науки (2016 р.). 
У 2017 році Парасюк О. В. був обраний членом Наукового комітету 
Національної ради з питань розвитку науки і технологій, що формується з 
учених, які є науковими лідерами, мають визначні наукові здобутки, 
бездоганну репутацію, довіру в науковому середовищі та представляють 
основні напрями наукової і науково-технічної діяльності в Україні.  
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Редакції багатьох наукових видань доручали йому рецензування статей у 
галузі хімії та фізики твердого тіла і матеріалознавства. З 2006 року він був 
постійним рецензентом великої кількості публікацій у фахових журналах, 
зокрема Journal of Alloys and Compounds, Optical Materials, Journal of Crystal 
Growth, Materials Chemistry and Physics, Physical Chemistry Chemical Physics, 
Physica Status Solidi, тощо. Також він був членом редакційної колегії журналу 
Advances in Alloys and Compounds від часу його заснування у 2014 р. 
Понад 27 років Олег Парасюк присвятив Східноєвропейському 
національному університету. Окрім наукової діяльності, ще одним важливим 
захопленням свого життя вважав нумізматику, досконало знав історію 
середньовіччя Польщі, Литви, Росії, був кваліфікованим знавцем монет того 
періоду. У співавторстві з польськими нумізматами видав нумізматичний 
каталог. З ним часто радилися як з істориком та географом.  
 
У 2013 році одружився з Яною Кадебською (Парасюк) – біологом, 
аспіранткою Національного лісотехнічного університету України. Разом вони 
виховували трьох дітей: 3-річного Тимофія, 5-річну Ірину й 13-річного Юрія. 
 





6 грудня 2018 року Олега Васильовича Парасюка не стало. 
З добрим поглядом і вогником в очах, що свідчив про бажання жити на 
повну та творити нове, цікаве та перспективне – таким назавжди запам’ятають 
його рідні, колеги, студенти та найближчі друзі. 
 
Колектив хімічного факультету та Яна Кадебська 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 
О. В. ПАРАСЮКА 
 
Дисертація та автореферат дисертації 
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Дослідження спектрального розподілу коефіцієнтів поглинання монокристалу 
Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0,1; 0,2) 293 
Дослідження структури склоподібних сплавів GeS2–HgS дифракцією 
рентгенівських променів 440 
Дослідження структури халькогенідних стекол системи HgS–GeS2 90 
Дослідження фізичних властивостей почетверенної сполуки Ag2HgSnS4 412 
Дослідження фотоелектричних властивостей монокристалів твердого розчину 
AgxGaxGe1-xSe2 (x = 0,250; 0,167) 613 
Дослідження фото та термо п’єзоелектричних властивостей у монокристалах 
AgxGaxGe1-xSe2 586 
Друге координаційне оточення атомів аніонів як спосіб представлення 
кристалічної структури халькогенідів 550 
 
Електрические и оптические свойства монокристаллов Cu2CdGeS4 79 
Електричні властивості твердих розчинів CuInSe2–ZnIn2Se4 та CuInS2–ZnIn2S4 
490 
Електричні і оптичні властивості монокристалів AgGaGe2S2Se4 225 
Електричні і оптичні властивості монокристалів AgGaGe3Se8, легованих Mn, 
Cu, Nd, Er, Gd i опромінених -квантами 60Co 106 
136 
Електричні і оптичні властивості тетрарних халькогенідних сполук AgGaGeS4 
535 




 – Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni) 130 
Електричні і термоелектричні властивості халькогенідного сплаву 70 мол.% 
CuCd2InSe4 – 30 мол.% Cu3Cd2In3S8 183 
Електричні і фотоелектричні властивості твердих розчинів системи CuGaS2–
CdS 51 
Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості кристалів Ag2In2SiSe6 i 
Ag2In2GeSe6 568 
Електричні, оптичні і фотоелектричні властивості монокристалічних сполук 
AgCd2GaS4 131 
Електричні, оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-xZnxTe 
(x = 0,04) 226 
Електричні та оптичні властивості монокристала AgCd2GaSe4 184 
Елетричні та фотоелектричні властивості монокристалів Cd0,96Zn0,04Te 551 
Електричні та оптичні властивості монокристалу AgCd2GaSе4 503 
Електричні та фотоелектричні властивості твердих розчинів AgCd2GaS4-xSex 
(0≤x≤4) 80 
Електричні та фотоелектричні властивості твердих розчинів AgCd2-xMnxGaSe4 
504 
Електричні та фотоелектричні властивості твердих розчинів Ag2In2Si(Ge)Se6 
320 
Електричні та фотоелектричні властивості твердих розчинів CuInSe2–ZnIn2Se4 
та CuInS2–ZnIn2S4 505 
Електричні, термоелектричні і фотоелектричні властивості твердих розчинів 
систем CuGaS2–CdS і CuInS2–CdS 423 
Електронна структура Tl4HgI6: DFT-розрахунки «з перших принципів» 641 
 
Залежність електричних і оптичних властивостей монокристалічних сполук 
Cu2CdSiS4 від концентрації структурних дефектів технологічного походження 
491 
Залежність оптичних та фотоелектричних параметрів твердих розчинів 
AgCd2-xMnxGaSe4 від природи і концентрації структурних дефектів 185 
Зонна структура Tl4HgBr6, DFT розрахунки 636 
 
Исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
электронной структуры монокристаллов Tl3PbBr5 и TlPb2Br5 587 
 
І на науці можна заробляти 651 
Ізотермічний переріз взаємної системи CuGaSe2+2CdSCuGaS2+2CdSe при 
870 К 144 
Ізотермічний переріз системи Сu2S–In2S3–CdS при 870 К 492 
Ізотермічний переріз системи HgS–Ga2S3–GeS2 при 670 К 52 
Ізотермічний переріз системи 2TlBr+PbI22TlI+PbBr2 при 300 К 614 
137 
Ізотермічні перерізи систем Ag(Cu)2X–PbX–SnX2 (X = S, Se) 107 
Ізотермічні перетини квазіпотрійних систем Cu2X–HgX–C
IV
X2 (C
IV – Ge, Sn; X 
– S,Se) при 670 К 417 
Іонселективні електроди для визначення Cu2+ на основі потрійного сульфіду 
Cu2CdGeS4 465 
Іонселективні електроди для визначення Cu2+ на основі тетрарного сульфіду 
Cu2CdGeS4 466 
Іоноселективні електроди на основі тернарних сульфідів 441 
ІЧ фотолюмінесценція та спектр збудження в склоподібних сплавах системи 
Er2Se3–Ga2Se3–GeSe2 475 
 
Квазіподвійна система AgGaSe2–CdGa2Se4 205 
Квазіпотрійна система Tl2Se–CdSe–SnSe2 при 570 К 642 
Квазіпотрійні халькогенідні системи 3,108 
Кінетика релаксації фотопровідності в кристалах Ag2In2Si(Ge)S6 273 
Кінетика фотопровідності твердих розчинів Cu1-xZnxInS2 (x = 0 – 0,16) 552 
Кристалічна структура нового сульфіду TlGaGe3S8 341 
Кристалічна структура сполук Cu2Cd/Hg/SiS4 i Cu2MnSi/Ge,Sn/S4 109 
Кристалічна структура сполук Cu2CdSi(Sn)Te4 110 
Кристалічна структура сполук Cu2HgSi(Ge,Sn)Te4 111 
Кристалічна структура сполуки Ag2In2SiSe6 453 
Кристалічна структура сполуки TlInGe2S6 637 





 – Cr, Mn, Fe, Co, Ni) 476 
Кристалічна структура тетрарних сульфідів титану та цирконію 467 
Кристалічна структура тетрарних фаз системи Tl2S–PbS–GeSe2 536 
Кристалічні структури сполук Ag2SiS3, Ag10Ge3Se11 та Ag2SnS3 477 
Кристаллизация поликристаллических слоев селенида цинка 553 
Кристалохімічний метод розрахунку границь взаємної розчинності 
сфалеритної та халькопіритної фаз на прикладі системи CuGaSe2–ZnSe 41 
Купрумселективний електрод на основі складного халькогеніду Cu2NiTi3S8 
244 
 
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Хімія» для 
студентів 1-го курсу географічного факультету 4 
Методи отримання і дослідження неорганічних напівпровідників 5 
Механізми проходження струму в монокристалах CuInX2−ZnIn2X4 (X – S, Se) 
за низьких температур 274 
Механізми струмоперенесення в твердих розчинах CuInSe2–ZnIn2Se4 при 
низьких температурах 569 
Модельные расчеты электронной структуры Ag2CdSnS4 588 
Монокристали  AgCd2GaS4 як матеріали для оптичних сенсорів 442 
 
Низькотемпературна електропровідність твердих розчинів Cu1-xZnxInS2 (x = 0 – 
0,16) 554 
138 
Низькотемпературна фотопровідність та термостимульована провідність 
монокристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2 362 
Нові іоноселективні електроди для визначення купруму (ІІ) 145 
Нові матеріали для фотовольтаїчних комірок у системі CuIn, CuGa,Cd//S,Se 
537 
 
Одержання, електронна структура та оптичні властивості кристалів AgGaGeS4 
597 
Одержання, електричні і оптичні властивості твердих розчинів системи 
CuGaS2–CdS 413 
Одержання і властивості кристалів Tl4HgBr6 615 
Одержання і властивості Tl3PbBr2.5I2.5 616 
Одержання і властивості TlPb2BrI4 617 
Одержання і дослідження деяких фізичних властивостей твердих розчинів 
системи AgCd2GaS4–AgCd2GaSe4 432 
Одержання і дослідження неорганічних напівпровідників 6,7 
Одержання і дослідження фізичних властивостей монокристалічних сполук 
Cu2CdGeS4 i Cu2CdSnS4 91 
Одержання і фізичні властивості твердих розчинів системи CuInS2–CdS 414 
Одержання кристалів TlGa(In)Se2 та вплив катіонного заміщення на їхні 
фізичні параметри 342 
Одержання оптичних елементів із ZnSe 538 
Одержання складних халькогенідних і галогенідних матеріалів для 
пераметричної генерації світла 539 
Одержання, структурні параметри і деякі фізичні властивості монокристалів 
AgGaGe2S2Se2 555 
Одержання та властивості AgGaGeS4 443 
Одержання та властивості кристалів -фази системи 
CuInSe2+2CdTeCuInTe2+2CdSe 540 
Одержання та властивості кристалів AgCd2GaS4 598 
Одержання та властивості кристалів Tl1-xIn1-xSnxS2 599 
Одержання та властивості монокристалів AgGaGe2S2Se4 541 
Одержання та оптичні властивості кристалів TlPb2Br5-хIх 618 
Одержання та фізичні властивості твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x = 0 – 
0,25) 600 
Одержання та фізичні властивості твердих розчинів Tl1-xIn1-xSnxS2 (x = 0–0,5) 
589 
Оптические и колебательные свойства Cu2CdGeS4 570 
Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллических соединений  
AgCd2GaS4 146 
Оптичне поглинання, ефект Холла та магнітоопір твердих розчинів CuInSe2–
ZnIn2Se4 506 
Оптичне поглинання і фотолюмінісценція склоподібних сплавів системи 
Er2Se3–Ga2Se3–GeSe2 186 
139 
Оптичне поглинання та фотопровідність твердих розчинів 
AgCd2-xMnxGaSe4 187 
Оптичне поглинання твердих розчинів AgCd2-xMnxGaSe4 507 
Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xGa1-xSnxSe2 (x = 0,05; 0,1) 321 
Оптичні властивості кристалів системи Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x = 0; 0,1; 0,20; 0,25) 
227 
Оптичні властивості кристалів Tl1-xIn1-xSnxS2 (x=0; 0,1; 0,20; 0,3; 0,4; 0,5) 245 
Оптичні властивості монокристалів тетрарної халькогенідної сполуки 
AgGaGe3Se8 легованої атомами хімічних елементів II, III i IV групи 556 
Оптичні властивості монокристалів Tl1-xIn1-xSnxSe2 (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5) 
571 
Оптичні, електричні та фотоелектричні властивості кристалів Ag2In2Si(Ge)Se6 
246 
Оптичні і електричні властивості монокристалічних сполук Cu2CdSiS4 132 
Оптичні і фотоелектричні властивості нової тетрарної сполуки AgCd2GaS4 444 
Оптичні та електричні властивості кристалів твердих розчинів системи 
CuCd2InSe4–CuCd2GaSe4 516 
Оптичні та електричні властивості кристалів твердих розчинів системи 
CuInSe2+2CdTeCuInTe2+CdSe 517 
Оптичні та електричні властивості монокристалів AgGaGe3Se8 легованих Nd, 
Er, Gd 468 
Оптичні та термоелектричні властивості монокристалу AgGa0,9Er0,1Ge3Se8 493 
Оптичні та фізико-хімічні властивості стекол системи GeS2–HgS 404 
Оптичні та фотоелектричні властивості монокристалів Ag2In2Si(Ge)Se6 590 
Оптичні та фотоелектричні параметри монокристалів халькогенідних сполук 
змінного складу AgxGaxGe1-xSe2 557 
Оптично-активні центри дефектного походження в монокристалічних 
сполуках CuCd2GeS4 і CuCd2SnS4 424 
Оптично активні центри дефектного походження в сполуках A2BCD4 147 
Основи матеріалознавства. Ч. 1. Властивості матеріалів та методи їх 
дослідження 11 
Основи матеріалознавства. Ч. 2. Метали та сплави. Неметалеві матеріали 12 
Основи хімічної метрології та стандартизації 13 
Особенности низкотемпературной электро- и фотопроводимости твердых 
растворов CuInSe2−ZnIn2Se4 275 
Особливості електричних і оптичних властивостей монокристалічних 
тетрарних сполук Ag2CdSnS4 206 
Особливості електричних і фотоелектричних властивостей твердих розчинів 
системи CuInS2–CdS 53 
Особливості електричних та фотоелектричних властивостей твердих розчинів 
AgCd2-xMnxGaSe4 188 
Особливості електричних, термоелектричних і фотоелектричних властивостей 
твердих розчинів AgCd2GaS4-xSex, AgCd2-xZnxGaS4, Ag1-xCuxCd2GaS4, 
AgCd2Ga1-xInxS4 і AgCd2GaS4-xTex  112 
140 
Особливості електронної будови та хімічного зв’язку монокристалу 
Tl10Hg3Cl16 638 
Особливості електропровідності, термо-ЕРС та оптичного поглинання твердих 
розчинів CuInSe2–ZnIn2Se4 та CuInS2–ZnIn2S4 148 
Особливості краю поглинання і фотопровідність стекол системи HgSe–GeSe2 
405 
Особливості низькотемпературної фотопровідності твердих розчинів CuInS2–
ZnIn2S4 572 
Особливості оптичних, електричних і термоелектричних властивостей 
монокристалічних неперервних твердих сплавів AgGaGeS4–AgGaGe3Se8 508 
Особливості оптичного поглинання та електропровідності склоподібних 
сплавів HgS–GeS2 92 
Особливості оптичного полинання та фотолюмінісценції в склоподібних 
сплавах системи Er2Se3–Ga2Se3–GeSe2 478 
Особливості спектрів поглинання і фоточутливості монокристала тетрарної 
сполуки AgGaGeS4 228 
Особливості стрибкової низькотемпературної електропровідності твердих 
розчинів CuInS2–ZnIn2S4 207 
Особливості структурних та оптичних властивостей монокристалів 
Tl1-xIn1-xGexSe2 591 
Особливості фізико-хімічної взаємодії у системах Ag2X–A
II
X–BIVX2 в області 
0–33 мол.% BIVX2 558 
Особливості фізико-хімічної взаємодії у системі Tl2Se–HgSe–GeSe2 542 
Особливості фотолюмінесценції іонів Er3+ в склоподібних сплавах AgGaS2–
GeS2 509 
Особливості фотолюмінесценції монокристалів тетрарної сполуки AgGaGeS4 
229 









Переріз AgGaSe2–ZnGa2Se4 квазіпотрійної системи Ag2Se–ZnSe–Ga2Se3 133 
Переріз TlBr–HgI2 при 300 К і структура Tl5Hg2Br5I4 619 
Перспектива використання монокристалів CuInX2–ZnIn2X4 та Cd0,96Zn0,04Te як 
поглинаючого шару фотоперетворювачів 601 
Першопринципні зонні розрахунки електронної структури Tl4HgI6 643 
Повернево-бар’єрні структури на монокристалах Cu1-xZnxInSe2 та Cu1-xZnxInS2 
592 
Позабюджетні джерела фінансування науки та освіти України 573 
Получение, кристаллическая структура и физические свойства 
монокристаллов ТІ3РbS5 23 
Проблеми одержання оптичних елементів із полікристалічних шарів ZnSe 559 
Процес очищення сірки 655 
 






 – Ag, Cu; BII – Zn, Cd, 
Hg; C
III
 – Ga, In; X – S, Se 494 
141 
Рентгенографічне дослідження системи Cu2S–TiS2 та електрохімічні 
властивості проміжних фаз 510 
Рентгенофазовий аналіз перерізів Tl2GeS3–{Zn, Cd, Hg}S 230 
Ріст кристалів AgCd2GaS4 та їх оптичні властивості 620 
Ріст та властивості монокристалів твердих розчинів системи CdTe–CuInTe2 
593 
Раманівська діагностика четверних сполук типу CZTS для тонкоплівкових 
сонячних елементів 639 
 
 
Синтез наночастинок цинк оксиду з водних та водно-органічних розчинів 560 
Синтез та дослідження електропровідності зразків перерізів Ag8GeSe6–
"Hg4GeSe6" та Ag8GeS6–Hg4GeS6 455 
Система AgCd2GaS4–AgMn2GaS4: рентгенівський аналіз та електричні, оптичні 
і фотоелектричні властивості сплавів 113 
Cистема Ag2S–GeS2 та кристалічна структура Ag2GeS3 189 
Система Ag2S–In2S3–CdS 149 
Система СdSe–Ga2Sе3–GеSе2  15 
Система CdSe–Ga2Se3–SnSe2 60 
Система CuGaS2–CuInS2 134 
Система CuInS2–CuGaS2–2CdS та одержання кристалів -твердих розчинів 511 
Система CuInSe2+2CdSCuInS2+2CdSe 445 
Система Cu2S–CdS–GeS2 та вирощування монокристалів Cu2CdGeS4 415 
Система Cu2S–Ga2S3–GeS2 в області 50-100 мол.% Cu2S 446 
Система Cu2Se–CdSe–SnSe2 31 
Система Cu2SiS3–CdS 32 
Система HgI2–PbI2 231 
Система In2S3–CdS 150 
Система PbGa2S4–Pb2GeS4 621 
Система TiGaSe2–GeSe2 518 
Система TlBr–PbBr2: фазові рівноваги та структура тернарних сполук 602 
Система Tl2S–GeS2–Ga2S3 при 520 К 622 
Система Tl2Se–Ga2Se3 276 
Системи AICIIIX2–D
IV
X2 та кристалічна структура проміжних фаз (A
I
 – Cu, Ag, 
Tl; C
III
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